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	概要　ＥＡ　(600字～800字程度にまとめてください。)

　本研究では、禁制帯中に局在準位をもつ半導体であるZnTeO混晶を作製し、その光および電気的特性を調べることによって、高効率太陽電池材料への応用を目指すものである。
　ZnTeO混晶のエピタキシャル成長は分子線エピタキシー法によって行った。X線回折によって格子定数を調べたところ、O2流量の増加とともに格子定数は一旦小さくなり、さらにO2流量を増やすと格子定数は再び増加した。このような現象は、一般的な混晶半導体には見られない挙動である。Zn、TeおよびOの3元素によって構成される化合物として、本研究で目的としている閃亜鉛鉱構造以外にもZnTeO3、Zn2Te3O8、TeO2などが知られている。そこでX線光電子分光によってTe原子の結合を調べたが、これらの化合物の形成を示唆する結果は得られなかった。これらのことから、O2流量が高い場合にはO原子はTeサイトを置換する以外に、格子間原子などとして取り込まれていると考えられる。
　系統的にO組成が異なる試料についてホトルミネセンス測定を行った結果、Oが形成する局在準位にトラップされた励起子の発光が1.9eVおよび1.77eV付近に観測された。1.9eVにピークをもつ発光はこれまでにも報告されており、ZnTe中において1つのO原子（孤立酸素）にトラップされた励起子によるものである。1.77eVにピークをもつ発光は、O組成を増加するにしたがい顕著になることから、複数のO原子（酸素クラスタ）によって形成される局在準位が関与していると考えられる。この酸素クラスタによる局在準位は、本研究によって初めて明らかになったものであり、O組成によって局在準位のエネルギー制御が可能であることを示す。光透過測定では、孤立酸素および酸素クラスタによる吸収が禁制帯幅よりも小さなエネルギーで観測され、吸収係数は数千cm-1と非常に大きい値が得られた。

　Hall測定によって試料の導電性を調べた結果、ZnTeO混晶はp型半導体であることがわかった。しかし不純物をドーピングしない場合、キャリア密度は1015cm-3台と非常に低く、抵抗率が高かった。そこでNをアクセプタとしてドーピングし、1018cm-3台の低抵抗化に成功した。さらに光電流測定により、局在準位による光吸収でもキャリアが生成できることがわかった。
　これらの結果から、ZnTeO混晶では禁制帯幅(2.26eV)以下のエネルギーの光も光電変換に利用できる重要な知見を得た。
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	欧文概要　ＥＺ

 The purpose of this research is the growth and optical/electrical characterizations of ZnTeO alloy semiconductor in which localized states are induced in the band gap.
 ZnTeO alloys were epitaxially grown on ZnTe and GaAs substrates by molecular beam epitaxy. From X-ray diffraction, it was found that the lattice constant of ZnTeO once decreased with increasing O2 flow rate during the growth, however, further increase of O2 flow rate resulted increase of lattice constant. X-ray photoelectron spectroscopy revealed that any compounds other than zincblende ZnTeO were not formed   in the samples. This means that O atoms might be incorporated as interstitials, in addition to the replace of Te site.
 Photoluminescence spectra showed two strong emission bands due to O. The higher energy band at 1.9eV has been attributed to exciton trapped by isolated O atoms, as thus far reported. On the other hand, the lower energy band has the peak energy at 1.77eV and is found newly in this research. Considering the fact that this band became dominant when O2 flow rate was high, the origin of this band may be attributed to O clusters, for example, involving more than three O atoms. The finding of emission band by O clusters indicates that localized states of O can be controlled by O concentration in ZnTeO alloy. Optical absorption due to such O-related localized states has been observed at below band gap energy of ZnTe. Optical absorption coefficient was as high as several thousand cm-1. 

 ZnTeO alloys showed p-type conductivity, but highly resistive when undoped. We have tried acceptor doping by using N as an acceptor. The carrier concentration of N-doped ZnTeO was 1018cm-3 and highly conductive. Finally, photocurrent measurement revealed that optical absorption due to localized states of O can generate free carriers. 
 From obtained results above, it was found that ZnTeO alloy can be applicable for high efficiency solar cell that can generate current by below-band gap energy photon.
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